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Roman SCURTU, Petru GASIN, Andrei COVALI
Universitatea de Stat din Moldova
scurtu-r@mail.ru

Au fost analizate proprietitile electrice si de luminescenta ale structurilor Schottky ZnSe-Pd obtinute
pe baza monocristalelor de ZnSe cu rezistivitatea de 0.78 Qecm si concentratia electronilor 1.82 10'® cm™. S-a
determinat mecanismul de transport al purtitorilor de sarcina prin structura. La polarizairi directe curentul
depinde exponential de tensiunea aplicata si este determinat de emisia electronilor. La polariziri inverse
dependenta curentului de tensiune este descrisa de o functie de putere, cu factorul m=3+6. Cu mairirea
temperaturii curentul invers creste exponential, ceea ce indici faptul ca in mecanismul de transport
predomini procesele de tunelare. La polariziri directe si temperaturi ~80 K structurile Pd-ZnSe iradiaza
lumini in regiunea albastra a spectrului cu maximul de luminescenta la 2.7 eV.

Contact Schottky, ZnSe, Pd, mecanismul de transport al curentului, electroluminescenta.

In ultimii ani se acordi atentie deosebita
structurilor de tip contact Schottky pe baza de
semiconductori cu banda interzisd largd, ceea ce permite
confectionarea surselor de lumind si a dispozitivelor
fotodetectoare ce lucreaza in regiunea albastra-violeta a
spectrului, care au o Intrebuintare largd in ecologie,
biotehnologie, medicind. Selenura de zinc cu banda
interzisd de 2.69 eV (300 K) este unul din cele mai de
perspectiva materiale printre compusii A"B".

Structurile metal-semiconductor au fost obtinute
utilizind monocristale de ZnSe in forma de placute cu
grosimea de 2 mm si S=10.4 mm’, tratate in Zn, cu adaos
de 0.1% Al la temperatura de 960 °C timp de 100 ore. La
300 K rezistivitatea are valoarea de 0.78 Q-cm, iar
concentratia electronilor 1.82 10'® cm™. Contactele ohmice
din In s-au obtinut prin tratare in aer la temperatura de 380
°C timp de 30-60 s. In calitate de metal activ s-au folosit
straturi subtiri de Pd, care are lucrul de iesire de 5.12 eV
[1]. Stratul de Pd semitransparent a fost obtinut prin
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Figura 1 Dependentele InI=f(U) la polarizare directa.
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Figura 2 Potentialul de difuzie in functie de temperatura.

evaporare termica in vid.

Cercetarea caracteristicilor curent-tensiune au
aratat ca curentii directi depasesc curentii inversi de (500-
100)-10° ori. Caracteristicile InI=f(InU) la polarizare direct
si la diferite temperaturi (93 — 353 K) sunt aratate in fig.1,
se observa ca dependenta curentului de tensiune este
exponentiala si poate fi descrisa de ecuatia:
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unde: S— suprafata activd a structurii, A*— constanta lui
Richardson egala cu 20.4 A em? K2, ®y—inaltimea barierei
de potential.

Potentialul de difuzie variaza intre 0.92V la 77 K
si 0.68 V la 353 K cu coeficientul termic 0=0.9-10°V/K

(fig. 2).
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Coeficientul de idealitate variaza de la 2.97 la 77K
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Figura 3 Caracteristicile [=f(U) la polarizare inversa si
in scara logaritmica.

pind la 1.22 la 353 K. Extrapolind curbele I=f(U) aflam
curentul de saturatie si conform relatiei (2) inaltimea
barierei de potential este de 0.46 eV. Construind graficul
1 . . .

ln(T—SZ] = f] (@] am determinat energia de activare
egald cu 0.45 eV.

Conform diagramei energetice bariera de potential
este egald cu Lp; —y —AD (Lp, - lucrul de iesire al Pd,

y - afinitatea pentru electroni in semiconductor, A® -

distanta de la nivelul Fermi pind la banda de conductie)
care ne da o valoare de 0.87 eV. Diferenta dintre valoare
rezultatelor barierei de potential prin diferite metode se
poate explica prin existenta unui strat de oxid de Zn la
interfata dintre ZnSe si Pd care este de zeci de angstremi,
care se formeaza 1n urma contactului cu aerul.

In figura 3 sunt prezentate curbele I(U) la
polarizare inversd in scard logaritmicd. Dupd cum se
observa la tensiuni mai mari de 1 V ele sunt liniare, si pot fi
aproximate de legea I~U™, unde m variaza intre 3 i 6 la
variatia temperaturii de la 333 K pind la 173 K.
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Figura 4 Caracteristicile C=f(U)si (C/ S)_2 = f(U)
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Figura 5 Luminescenta si electroluminescenta structurii.

Dependentele Ii,y.s=f(T) la tensiuni constante sunt drept
linare ce denotd faptul ca I~exp(aT). Trecerea curentului
prin structura la polarizarea inversa ce depinde de tensiune
ca functie de putere si de temperaturd ca functie
exponentiala este specific pentru modelul ce are la baza
procesele de tunelare a purtatorilor de sarcind prin
structura.

Caracteristicile capacitate tensiune la diferite
frecvente (1 MHz si 1.5 MHz) si la temperatura de 300K
sunt prezentate in figura 4.

Aceste curbe pot fi descrise prin relatia:

-2
unde extrapolind curba (%) = f(U) aflam U, care

C
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este egal cu 1.57 V (la 1MHz) si 1.39 pentru a doua
frecventa respectiv. Cunoscind capacitatea si inaltimea
barierei de potential putem determina largimea stratului
Schottky — 1.7 ym la 1.5 MHz

Electroluminescenta structurii se observd la
temperaturi joase (la 77 K) la tensiuni mai mari de 6V, la
polarizare directd. Spectrul luminescentei structurii ZnSe-
Pd fig.5 consta din doud benzi — una cu maximul la 2.7 eV
si al doua cu maximul la 1.9 eV. Prima banda e determinata
de recombinarea electronilor prin intermediul pe centrelor
acceptoare. Pragurile, prezente la energii mai mici de 2.7
eV si apartinind acestei benzi sunt echidistante (0.03eV) si
pot fi interpretate ca repetarile fononice [4]. Banda de la
1.9 eV este determinatd de defectele din reteaua cristalina a
ZnSe si de vacantele de Zn sau Se din cristal [4]. In figura
4 este reprezentatd si luminescenta cristalului de ZnSe.
Dupéd cum se observa de asemenea este alcatuit din doud
maxime — primul determinat de trecerea electronului din
banda de valentd in banda de conductie la 2.7 eV si al
doilea este exciton cu maximul 2.8 eV (AE =0.01EV)
care la temperatura camerei dispare.
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